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我々は次世代のＸ線天文衛星「FORCE」搭載に向けて、Ｘ線 SOI-CMOSピクセル検出器「XRPIX」の開発を
行っている。XRPIXは Silicon-On-Insulator (SOI) 技術を用いることで、SiO2からなる絶縁層を挟んでセンサ
層とCMOS回路層を一体化している。我々は、このXRPIXの開発において、まず小型素子を複数回試作し知見
を蓄えた上で、次に大面積素子を製作するという手法をとってきた。その中で、これまでにセンサ構造の検討と、
大面積化をした際 CMOS回路層の問題点の抽出を行ってきた。センサ構造においては Pinned-Depleted-Diode
(PDD)構造の導入により、小型素子を用いた評価では過去最高の分光性能を実現している。また、過去の大面積
素子では小型素子よりも分光性能が劣るという問題点があったが、これが回路・配線構成に起因することを突き
止めた。これら 2つの知見を踏まえ、今回新たに、PDD構造を持つ、回路・配線構成の改善を施した新たな大面
積素子を製作した。本講演では、その評価結果を報告する。


